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半導体メモリーや磁気ディスクなどの記憶装置
は、エネルギー消費の観点から問題を抱えてい
る。半導体メモリーの欠点は、電源を切ってしま
えば情報が失われる「情報揮発性」であり、情
報を保つために電力が消費されている。磁気ディ
スクは、ディスクの回転のために常にエネルギー
を消費しているという問題がある。

電流駆動磁壁移動の原理を解明
磁壁を電流で移動する際に必要となる電流
の大きさが、磁気異方性によって決まる内因
性ピニングによって決定されることを見いだし
た。情報としての磁壁位置は外因性ピニング
によって制御できるので、今回の結果は、磁
壁デバイスの駆動電流と情報安定性が独立
に制御できることを示す重要な成果である。

磁気コアメモリーの基礎技術の確立
磁気コアメモリーを実現するには、電気的に
磁気コアの向きを制御し、その向きを電気的
に検出する技術を開発することが必須であ
る。磁気コアメモリーのプロトタイプデバイス
作製し、トンネル磁気抵抗効果を利用して磁
気コアの向きを電気的に読み取ることが可能
であることを確認した。本研究は、応募者らが蓄積してきた電流誘起ス

ピンダイナミクスに関する知見に立脚する新規省
エネルギー次世代デバイスを開発し、コンピュー
ターをはじめとする情報処理装置や情報蓄積装
置の飛躍的な低消費電力化・高速化への基盤
を形成することで、グリーン・イノベーションの推
進に寄与することを目的とする。
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これまで使われてきた半導体メモリーや磁気
ディスクを、磁気コアメモリーや磁壁移動メモ
リーに置き換えることで、動作中のみエネル
ギーを使うコンピュータやモバイル機器などの

電力消費量が非常に小さい電子機器の実
現が期待される。

磁壁移動に必用な電流は磁気異方性
によって決まる内因性ピニングによって
決定される。

磁気コアメモリーのプロトタイプデバイス作製し（左図）、トンネル
磁気抵抗効果を利用して磁気コアの向きを電気的に読み取るこ
とに成功した（右図）。


